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半導体ナノ構造の機能性素子への応用

半導体InAs量子ドットと量子ドットトランジスタ

低温・強磁場環境でのデバイス評価装置

薄膜作製用スパッタ装置
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研究内容

このテーマに関連するSDGs開発目標

　長期的視点からは、次世代の情報処理として有力視される量子情報処

理への貢献を目的として研究を推進しています。短期的には、高感度な電荷

検出器やテラ ヘルツ帯の電磁波の高感度検出などへの応用が期待されま

す。その他、デバイス作製に必要な電子線蒸着装置やスパッタ装置、ワイ

ヤーボンダーによる配線、低温、強磁場環境でのデバイスの特性評価など

での協力が可能です。

地 域 ・ 産学連 携の可能性

　半導体や金属などからなるナノ構造が極限環境にお いて示す性質を詳

細に調べ、その特徴を巧みに応用することで高機能な電子デバイスを実現

する研究を行っています。 　主な研究としては、人工原子とも呼ばれる量子

ドッ トなどの半導体ナノ構造を用い、１個の電子や光子に 情報機能を持た

せた高機能な電子デバイスを実現する 研究を推進しています。


